Bandgap 

Définition : 

Le bandgap est une cellule permettant de générer une tension continue à faible coefficient de température (faiblement dépendant de la température), à partir de la tension d'alimentation. 

      

Un bon BANDGAP doit être: 

· peu sensible aux variations de température. 

· peu sensible aux variations de tension d'alimentation.

· peu sensible aux variations de procédés (le dessin du circuit ( sa topologie ) est très important: appairages , proximité , etc...) .

· peu sensible aux variations de charges spécifiées.

· doit consommer le moins possible, en particulier pour les applications portables. 

· Haute stabilité en température : 1~10ppm/°C

·  Haute précision : 0.05%

·  Référence ultra faible courant : 10~100nA/branche 
Le vbe d'un transistor bipolaire est une fonction de la température, avec un taux de variation d'environ -2mv/degC. 

      

Le principe du bandgap consiste donc à compenser cette dépendance en température en réalisant un montage qui fournira une tension dont le taux de variation en fonction de la température compensera le plus exactement possible cette variation c'est à dire avec un taux de +2mv/degC , de sorte qu'au final nous obtenions un taux de variation le plus proche possible de 0. 
Cela est rendu possible en utilisant la relation suivante : 
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Nb : Notion de PTAT ( Proportional To Absolute Température) 

Rappel : 

Résistance Équivalente de la jonction émetteur : 

r0 = Vt / Ic 
Vt environ 26mv 

Id en mA 

                

                

Effet thermique : 

dVbe(on) / dT = ( Vbe(on) - Vgap ) / T 

sachant que VGap = 1.21V (EG)

donc , dVbe(on) / dT = (-600mv / 300K ) = -2mV / degC 
      

2.300e+01*(L-(0.0))/(W-(-1.00e-08))}
R= 23*L/ 2E-6+100E-6

4500= 23L/102E-6

(4500*102U)/23[image: image2.png]
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